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っている。これを改善するために、交互に 45 度と 135 度に傾いたこつの電極ラインで構成した V字櫛形電極を提案
し、視野角特性が大きく改善されることを実証し、そのメカニズムを解明している。
(4) 分子間相互作用による強誘電性の発現を目的に分子設計された非対称二量体液晶 gypnOCB にパルスレーザー
を照射して大きな焦電応答が得られるが、この応答を自発分極による応答と結論づけることは難しいことを明らかに
している。
(5) 非対称二量体液晶 gypnOCB はスメクチック相において非常に低い電圧の印加によって層再配列が起こり電気
光学効果が観測されるが、セル界面の配向状態には依存しないことを見いだしている。
以上のように、本論文は強電性液晶垂直配向型電気光学効果を提案し、そのメカニズ、ムを解析することによって応
答速度向上の方法を明らかにし、更に V字櫛形電極構造セルを考案してこれによって実用レベルの視角特性が得られ
ることを実証しており、電子工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認め
る。
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